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Beschreibung
Hintergrund der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
eine Bus-Halteschaltung, und genauer auf eine
Bus-Halteschaltung, die geeignet verwendet werden
kann, wenn eine Ausgangsschaltung, die auf der
Grundlage einer Versorgungsspannung betreibbar
ist, welche sich von jener der Bus-Halteschaltung un-
terscheidet, mit einer Busleitung verbunden ist.
[0002] In einer elektronischen Vorrichtung, wie zum
Beispiel einem Computer, werden Signale gewdhn-
lich durch eine gemeinsame Busleitung Ubertragen.
Fig. 1 zeigt ein Beispiel, bei welchem eine Vielzahl
von Ausgangsschaltungen mit einer Busleitung ver-
bunden sind. Ausfihrlicher betrachtet sind zwei Aus-
gangsanschlisse von zwei Ausgangsschaltungen,
wie zwei Versuchszustandspuffer TB1 bzw. TB2 mit
einer Busleitung 101 verbunden. Diese zwei Ver-
suchszustandspuffer TB1 und TB2 haben beide eine
CMOS-Struktur, welche auf der Grundlage von zwei
unterschiedlichen Versorgungsspannungen Vcc1
bzw. Vcc2 betrieben werden.

[0003] Der Versuchszustandspuffer TB1 wird immer
dann aktiv, wenn ein Freigabesignal niedrigen Pegels
/EN1 eingegeben wird, und gibt auf die Busleitung
101 ein Signal, das einem Datensignal IN1 ent-
spricht. Auf die gleiche Weise wird der Versuchszu-
standspuffer TB2 immer aktiv, wenn ein Freigabesig-
nal niedrigen Pegels /EN2 eingegeben wird, und gibt
der Busleitung 101 ein Signal aus, das einem Daten-
signal IN2 entspricht. Andererseits, immer wenn die
Freigabesignale /EN1 und /EN2 auf einen hohen Pe-
gel wechseln, werden die zwei Versuchszustands-
puffer TB1 und TB2 inaktiv, so dass ihre Ausgange in
einen hohen Impedanzzustand wechseln.

[0004] Zusatzlich ist in Fig. 1 eine Bus-Halteschal-
tung 102 mit der Busleitung 101 verbunden. Diese
Bus-Halteschaltung 102 mit Flip-Flop-Mechanismus
kann einen Signalpegel auf der Busleitung 101 auf
dem Pegel der Versorgungsspannung Vcc und einer
Erdspannung Vss halten. Die Bus-Halteschaltung
102 besteht aus zwei Stufen von in Reihe geschalte-
ten Invertern IN101 und IN102, und ein Ausgangsan-
schluss des Inverters INO1 und ein Eingangsan-
schluss des Inverters IN102 sind mit der Busleitung
101 verbunden. Die zwei Inverter IN101 und IN102
werden auf der Grundlage einer Versorgungsspan-
nung Vcc betrieben, die sich von beiden Versor-
gungsspannungen Vcc1 und Vec2 unterscheidet, die
den zwei Versuchszustandspuffern TB1 und TB2 zu-
geflhrt werden.

[0005] Wenn irgend einer der Versuchszustands-
puffer TB1 und TB2 der Busleitung 101 ein Signal
ausgibt, wechselt das Potential der Busleitung 101
auf den Pegel der logischen [1] oder [0]. Dieser Pegel
wird von der Bus-Halteschaltung 102 gehalten. Fer-
ner, nachdem die zwei Versuchszustandspuffer TB1
bzw. TB2 in einen hohen Impedanzzustand gewech-

selt sind, kann der Pegel der Busleitung 101 von die-
ser Bus-Halteschaltung 102 gehalten bleiben. Dem-
entsprechend, nachdem die zwei Versuchszustands-
puffer TB1 und TB2 in einen hohen Impedanzzustand
gewechselt sind, ist es mdglich eine Fluktuation des
Potentialpegels der Busleitung 101 aufgrund von
Rauschen oder eines Leckstroms zu verhindern.
[0006] Wie oben beschrieben, da die Bus-Halte-
schaltung 102 vorgesehen ist, um den logischen Pe-
gel der Busleitung 101 zu halten, wird die Ansteuer-
leistung der Bus-Halteschaltung 102 niedrig genug
bestimmt, um keinen schadlichen Einfluss auf den
Betrieb der Versuchszustandspuffer Tb1 und TB2
zum Ansteuern der Busleitung 101 auszulben.
[0007] Im Ubrigen, wenn die Versuchszustandspuf-
fer als CMOS-Struktur aufgebaut sind, sind ein P-Ka-
nal MOS-Transistor und ein N-Kanal MOS-Transistor
in der Ausgangsstufe angeordnet. Als Ergebnis ist
eine Drain-Diffusionsschicht vom P-Typ des P-Kanal-
transistors mit dem Ausgangsanschluss des Ver-
suchszustandspuffers verbunden, so dass unweiger-
lich eine parasitare pn-Ubergangsdiode zwischen
dem Ausgangsanschluss des Versuchszustandspuf-
fers und einem Ruck-Gate des P-Kanaltransistors
gebildet wird.

[0008] Hierbei wird angenommen, dass es eine Be-
ziehung gibt zwischen den zwei Versorgungsspan-
nungen Vcc1 und Vec2, die den zwei Versuchszu-
standspuffern TB1 bzw. TB2 zugefiihrt werden, nam-
lich Vcc1 < Vcece2. Ferner, in dem Fall, in dem der Ver-
suchszustandspuffer TB2 ein Signal mit einem Pegel
gleich der Versorgungsspannung Vcc2 an die Aus-
gangsleitung 101 ausgibt, wenn die Beziehung Vcc1
+ Vf < Vcce2 herrscht, wobei Vf die inharente Span-
nung des parasitaren pn-Ubergangs ist, der zwi-
schen dem Ausgangsanschluss des Versuchszu-
standspuffers TB2 und der Drain-Diffusionsschicht
des P-Kanaltransistors der Ausgangsstufe gebildet
ist, ist die parasitare Diode in Durchlassrichtung ge-
schaltet. Als Ergebnis fliel3t ein unndtiger Strom vom
Versorgungsspannungsanschluss (Vcc2) zum Ver-
sorgungsspannungsanschluss (Vcc1) tber die para-
sitére Diode.

[0009] Um dieses Problem, welches mit Versuchs-
zustandspuffern einhergeht, zu Uberwinden, hat die
gleiche Anmelderin bereits in der japanischen Paten-
tanmeldung Nr. 6-19432 Schaltungen vorgeschla-
gen, wie sie in den Fig. 2 und 3 gezeigt sind. Im Falle
der Bus-Halteschaltung exisitert jedoch ein dhnliches
Problem wie bei den oben erwdhnten Versuchszu-
standspuffern.

[0010] Fig. 4 zeigt ein Beispiel von Halteschaltun-
gen des Standes der Technik. In dieser Bus-Halte-
schaltung des Standes der Technik sind ein Inverter
IN102, der aus einer Reihenschaltung eines P-Kanal-
transistors P101 und N-Kanaltransistors N101 be-
steht, und ein weiterer Inverter IN101, der aus einer
Reihenschaltung eines P-Kanaltransistors P102 und
N-Kanaltransistors N102 besteht, zwischen einer
Versorgungsspannung Vcc und einer Erdspannung
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Vss parallel zueinander geschaltet. Ferner sind ein
Eingangsanschluss des Inverters IN102 und ein Aus-
gangsanschluss des Inverters IN101 gemeinsam mit
einem Ausgangsanschluss Lout verbunden, der mit
einer Busleitung 101 verbunden ist.

[0011] Hierbei wird angenommen, dass die Bezie-
hung Vcec < Vee1 < Vee2 zwischen den zwei Versor-
gungsspannungen Vcc1 und Vee2 herrscht, die den
zwei Versuchszustandspuffern TB1 bzw. TB2 zuge-
fuhrt werden, sowie der der Bus-Halteschaltung zu-
geflhrten Versorgungsspannung Vcc. Ferner, wenn
der Pegel der Busleitung 101 gleich einer der Versor-
gungsspannungen Vcc1 oder Vec2 wird, herrscht die
Beziehung Vcc1 + Vf < Vee1 < Vee2, wobei Vf das in-
hérente Potential einer parasitiren pn-Ubergangsdi-
ode PND101 ist, die zwischen einer Drain-Diffusions-
schicht und einem Rick-Gate des P-Kanaltransistors
P102 des Ausgangsstufen-Inverters IN101 ist, der
mit dem Ausgangsanschluss Lout der Bus-Halte-
schaltung verbunden ist. In diesem Fall ist die parasi-
tare pn-Ubergangsdiode PND101 in Durchlassrich-
tung geschaltet. Als Ergebnis flie3t ein unnétiger
Strom vom Ausgangsanschluss Lout bei der Versor-
gungsspannung Vcc1 oder der Versorgungsspan-
nung Vcc2 zum Versorgungsspannungsanschluss
(Vcc) Uber diese parasitare Diode PND101.

[0012] Wie oben beschrieben, wenn in der Bus-Hal-
teschaltung des Standes der Technik eine Ausgangs-
schaltung mit der Busleitung verbunden wird, der
eine andere Versorgungsspannung zugefuhrt wird
als jene der Bus-Halteschaltung, besteht das Pro-
blem, dass ein unnétiger Strom zum Versorgungs-
spannungsanschluss flieRt, aufgrund des Vorliegens
einer parasitaren Diode, die in der Bus-Halteschal-
tung gebildet ist.

Zusammenfassung der Erfindung

[0013] Dementsprechend ist es Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung eine Bus-Halteschaltung zu schaf-
fen, welche den Fluss eines unndtigen Stroms vom
Versorgungsspannungsanschluss zur Bus-Halte-
schaltung verhindern kann, selbst wenn eine Aus-
gangsschaltung mit der Busleitung verbunden ist, die
mit einer anderen Versorgungsspannung versorgt
wird als die Bus-Halteschaltung.

[0014] Diese Aufgabe wird durch Bus-Halteschal-
tungen geldst, welche in den unabhangigen Anspri-
chen beschrieben werden. Vorteilhafte Ausfiihrungen
werden in den abhangigen Anspriichen beschrieben.
[0015] Eine Ausfiihrung der vorliegenden Erfindung
schafft eine Bus-Halteschaltung, die umfasst: einen
Eingangsstufen-Inverter, der zwischen einem ersten
Versorgungsspannungsanschluss und einem zwei-
ten Versorgungsspannungsanschluss geschaltet ist,
und enthalt: einen ersten P-Kanaltransistor; und ei-
nen ersten N-Kanaltransistor, der in Reihe mit dem
ersten P-Kanaltransistor geschaltet ist, wobei ein
Gate des ersten P-Kanaltransistors und ein Gate des
ersten N-Kanaltransistors gemeinsam mit einer Bus-

leitung verbunden sind; und einen Ausgangsstu-
fen-Inverter, der ebenfalls zwischen dem ersten Ver-
sorgungsspannungsanschluss und dem zweiten Ver-
sorgungsspannungsanschluss angeschlossen ist,
und enthalt: einen zweiten P-Kanaltransistor; einen
dritten P-Kanaltransistor, der in Reihe mit dem zwei-
ten P-Kanaltransistor geschaltet ist; und einen zwei-
ten N-Kanaltransistor, der in Reihe mit dem dritten
P-Kanaltransistor geschaltet ist, wobei ein Gate des
zweiten P-Kanaltransistors mit der Busleitung ver-
bunden ist, ein Gate des dritten P-Kanaltransistors
und ein Gate des zweiten N-Kanaltransistors ge-
meinsam mit einem Drain des ersten P-Kanaltransis-
tors und einem Drain des ersten N-Kanaltransistors
verbunden sind, ein Drain des dritten P-Kanaltransis-
tors und ein Drain des zweiten N-Kanaltransistors ge-
meinsam mit der Busleitung verbunden sind, und wo-
bei Rick-Gates der ersten, zweiten und dritten P-Ka-
naltransistoren alle mit einem Source des dritten
P-Kanaltransistors verbunden sind.

[0016] In der Bus-Halteschaltung nach der vorlie-
genden Erfindung sind in dem Eingangsstufen-Inver-
ter, der mit der Busleitung verbunden ist, und dem
Ausgangsstufen-Inverter, der zwischen der Aus-
gangsseite des Eingangsstufen-Inverters und der
Busleitung angeschlossen ist, der zweite und dritte
P-Kanaltransistor und der zweite N-Kanaltransistor in
Reihe zwischen der ersten Versorgungsspannung
und der zweiten Versorgungsspannung geschaltet.
Da hierbei die Rick-Gates von zumindest dem zwei-
ten und dritten P-Kanaltransistor mit dem Source des
dritten P-Kanaltransistors verbunden sind, ist es
moglich den Fluss eines unndtigen Stroms zum ers-
ten Spannungsversorgungsanschluss zu verhindern,
selbst wenn ein hoheres Potential als die Versor-
gungsspannung an die Busleitung angelegt wird, da
eine Sperrspannung angelegt ist zwischen einer pa-
rasitaren Diode, die zwischen dem Source und dem
Ruck-Gate des zweiten P-Kanaltransistors gebildet
ist.

[0017] Hierbei ist es vorzuziehen den vierten P-Ka-
naltransistor mit verbundenem Gate und Drain zwi-
schen dem ersten Versorgungsspannungsanschluss
und dem dritten P-Kanaltransistor anzuschlie3en.
[0018] Ferner, wenn der Ausgangsanschluss mit
der Ausgangsseite des Eingangsstufen-Inverters
verbunden ist, ist es mdglich diesen Ausgangsan-
schluss mit der Eingangsseite einer anderen Schal-
tung zu verbinden, die mit der Busleitung verbunden
ist.

[0019] Ferner ist es in der Bus-Halteschaltung auch
vorzuziehen, das Rick-Gate des ersten P-Kanaltran-
sistors mit dem ersten Versorgungsspannungsan-
schluss zu verbinden.

[0020] Ferner ist es auch vorzuziehen, dass eine
Schwellspannung des Eingangsstufen-Inverters klei-
ner oder gleich einer Schwellspannung einer ande-
ren Schaltung fir den Empfang von Signalen aus der
Busleitung eingestellt wird. Ferner ist es auch vorzu-
ziehen, dass die zweiten und dritten P-Kanaltransis-
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toren in einer Wanne des N-Typs gebildet sind, die
sich von einer Wanne des N-Typs zur Bildung eines
P-Kanaltransistors, der in einer anderen mit der Bus-
leitung verbundenen Schaltung enthalten ist, unter-
scheidet. Ferner ist es auch vorzuziehen, dass die
ersten, zweiten und dritten P-Kanaltransistoren alle
in einer Wanne des N-Typs gebildet sind, die in einer
Oberflache eines Halbleitersubstrats des P-Typs ge-
bildet ist.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0021] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das eine Bus-
leitung zeigt, mit welcher eine Bus-Halteschaltung
und eine Ausgangsschaltung verbunden sind;

[0022] Fig. 2 ist ein Schaltbild, das eine Ausgangs-
schaltung des Standes der Technik zeigt;

[0023] Fig. 3 ist ein Schaltbild, das eine weitere
Ausgangsschaltung des Standes der Technik zeigt;
[0024] Fig. 4 ist ein Schaltbild, das eine Bus-Halte-
schaltung des Standes der Technik zeigt;

[0025] Fig. 5 ist ein Schaltbild, das eine erste Aus-
fuhrung der Bus-Halteschaltung nach der vorliegen-
den Erfindung zeigt;

[0026] Fig. 6 ist ein Schaltbild, das eine zweite Aus-
fuhrung der Bus-Halteschaltung nach der vorliegen-
den Erfindung zeigt;

[0027] Fig. 7 ist ein Schaltbild, das eine dritte Aus-
fuhrung der Bus-Halteschaltung nach der vorliegen-
den Erfindung zeigt;

[0028] Fig. 8 ist ein Schaltbild, das eine vierte Aus-
fuhrung der Bus-Halteschaltung nach der vorliegen-
den Erfindung zeigt;

[0029] Fig. 9 ist ein Schaltbild, das eine erste Modi-
fikation der ersten Ausfirhung der Bus-Halteschal-
tung nach der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0030] Fig. 10 ist ein Schaltbild, das eine erste Mo-
difikation der zweiten Ausflihrung der Bus-Halte-
schaltung nach der vorliegenden Erfindung zeigt;
[0031] Fig. 11 ist ein Schaltbild, das eine erste Mo-
difikation der dritten Ausfiihrung der Bus-Halteschal-
tung nach der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0032] Fig. 12 ist ein Schaltbild, das eine erste Mo-
difikation der vierten Ausfiihrung der Bus-Halteschal-
tung nach der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0033] Fig. 13 ist ein Schaltbild, das eine zweite Mo-
difikation der ersten Ausfiihrung der Bus-Halteschal-
tung nach der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0034] Fig. 14 ist eine Schaltbild, das eine zweite
Modifikation der zweiten Ausfihrung der Bus-Halte-
schaltung nach der vorliegendend Erfindung zeigt;
[0035] Fig. 15ist ein Schaltbild, das eine zweite Mo-
difikation der dritten Ausfiihrung der Bus-Halteschal-
tung nach der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0036] Fig. 16 ist ein Schaltbild, das eine dritte Mo-
difikation der vierten Ausfiihrung der Bus-Halteschal-
tung nach der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0037] Fig. 17 ist ein Schaltbild, das eine dritte Mo-
difikation der vierten Ausflihrung (die erste Modifika-
tion) der Bus-Halteschaltung nach der vorliegenden

Erfindung zeigt.

[0038] Fig. 18 ist ein Schaltbild, das eine Modifikati-
onderin Fig. 7 gezeigten Ausfihrung der Bus-Halte-
schaltung nach der vorliegenden Erfindung zeigt; und
[0039] Fig. 19 ist ein Schaltbild, das eine Modifikati-
on der in Fig. 11 gezeigten Ausfiihrung der Bus-Hal-
teschaltung nach der vorliegenden Erfindung zeigt.

Ausfuhrliche Beschreibung der bevorzugten Ausfih-
rungen

[0040] Ausflihrungen der Bus-Halteschaltung nach
der vorliegenden Erfindung werden im folgenden un-
ter Bezugnahme auf die angehangten Zeichnungen
beschrieben.

[0041] Fig.5 zeigt eine erste Ausfihrung der
Bus-Halteschaltung. In Fig. 5 ist ein Inverter IN1 zwi-
schen einem Versorgungsspannungsanschluss
(Vcce) und einem Erdspannungsanschluss (Vss) an-
geschlossen. Der Inverter IN1 besteht aus einem
P-Kanaltransistor P1 und einem N-Kanaltransistor
N1, welche beide zueinander in Reihe geschaltet
sind. Ein Eingangsanschluss dieses Inverters IN1 ist
mit einem Ausgangsanschluss Lout verbunden, der
mit einer Busleitung (nicht abgebildet) verbunden ist.
Ferner ist ein Ausgangsanschluss L1 des Inverters
IN1 mit einem Eingangsanschluss eines Inverters
IN2 verbunden. Der Inverter IN2 besteht aus einem
P-Kanaltransistor P2 und einem N-Kanaltransistor
N2. Ferner ist ein Ausgangsanschluss des Inverters
IN2 mit dem Ausgangsanschluss Lout verbunden.
[0042] Zusatzlich ist ein P-Kanaltransistor P3, der
ein mit seinem Drain verbundenes Gate hat, zwi-
schen einem Source des P-Kanaltransistors P2 des
Inverters IN2 und dem Versorgungsspannungsan-
schluss (Vcc) angeschlossen. Ferner ist parallel zu
diesem P-Kanaltransistor P3 ein P-Kanaltransistor
P4 zwischen dem Versorgungsspannungsanschluss
(Vce) und einem Source des P-Kanaltransistors P2
angeschlossen. Ein Gate des P-Kanaltransistors P4
ist mit dem Ausgangsanschluss Lout verbunden.
[0043] Ferner sind die Riick-Gates der P-Kanaltran-
sistoren P1 bis P4, d. h. eine N-Wanne zur Bildung
der Transistoren P1 bis P4, alle mit dem Source des
P-Kanaltransistors P2 verbunden. Ferner sind die
Ruck-Gates der N-Kanaltransistoren N1 und N2 ge-
meinsam mit der Erdspanndung bzw. Massespan-
nung (Vss) verbunden.

[0044] Der Betrieb der ersten Ausfihrung der
Bus-Halteschaltung nach der vorliegenden Erfindung
wird im folgenden beschrieben.

[0045] (1) Wenn eine Ausgangsschaltung, die mit
der mit dem Ausgangsanschluss Lout verbundenen
Busleitung verbunden ist, die Erdspannung Vss aus-
gibt, und danach ein Ausgang der Ausgangsschal-
tung auf einen Zustand hoher Impedanz wechselt:
[0046] Wenn der Ausgangsanschluss Lout auf der
Erdspannung Vss liegt, gibt der Inverter IN1 die Ver-
sorgungsspannung Vcc aus, so dass der P-Kanal-
transistor P2 des Inverters IN2 ausgeschaltet ist und
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der N-Kanaltransistor N2 des Inverters IN2 einge-
schaltet ist. Daher wird das Potential des mit dem
Ausgangsanschluss des Inverters IN2 verbundenen
Ausgangsanschlusses Lout auf der Erdspannung
Vss gehalten. Ferner, da die Erdspannung Vss an
das Gate des P-Kanaltransistors P4 angelegt wird, ist
der Transistor P4 eingeschaltet, so dass die Drains
des P-Kanaltransistors P4 und P3 und das Source
des P-Kanaltransistors P2 auf die Versorgungsspan-
nung Vcc wechseln. Als Ergebnis gibt es innerhalb
der Schaltung keinen Knoten hoher Impedanz.
[0047] (2) Wenn die Ausgangsschaltung, welche mit
der mit dem Ausgangsanschluss Lout verbundenen
Busleitung verbunden ist, die Versorgungsspannung
Vcc1 oder Vec2, welche hdher als die Versorgungs-
spannung Vcc sind, ausgibt, und danach der Aus-
gang der Ausgangsschaltung auf einen Zustand ho-
her Impedanz wechselt:

[0048] Das Potential Vcc1 oder Vec2 des Aus-
gangsanschlusses Lout wird dem Inverter IN1 einge-
geben, und die Erdspannung Vss wird an den Inver-
ter IN2 ausgegeben. Daher ist der P-Kanaltransistor
P2 des Inverters IN2 eingeschaltet, und der N-Kanal-
transistor N2 des Inverters IN2 ausgeschaltet. Daher
wird das Potential Vcc1 oder Vcc2 des Ausgangsan-
schlusses Lout an den P-Kanaltransistor P2 Uibertra-
gen, so dass das Potential des Ausgangsanschlus-
ses des Inverters IN2 sich zu Vce1 oder Vec2 andert.
In diesem Fall wird das Potential jedoch vom stati-
schen Standpunkt aus nicht gehalten, wie spater be-
schrieben wird.

[0049] Ferner, da der P-Kanaltransistor P2 einge-
schaltet ist, wechselt die Wanne NW1 des N-Typs,
die mit dem Source des Transistors P2 verbunden ist,
vom dynamischen Standpunkt aus auf das gleiche
Potential wie Vcc1 oder Vcec2. Ferner sind beide
P-Kanaltransistoren P3 und P4 ausgeschaltet, da ihr
Gate bzw. Source auf dem gleichen Potential liegen.
[0050] Ferner existiert eine parasitare pn-Uber-
gangsdiode PND1 zwischen dem Source des P-Ka-
naltransistors P3 und der Wanne NW1 des N-Typs.
Ferner, da das Potential Vcc1 oder Vcc2 der Wanne
NW1 des N-Typs hdher ist als das Source-Potential
Vcc des P-Kanaltransistors P3, liegt eine Sperrspan-
nung an der Diode PND1 an. Daher, selbst wenn ein
héheres Potential als die Versorgungsspannung Vcc
an den Ausgangsanschluss Lout angelegt wird, ist es
moglich den Fluss eines unndtigen Stroms zum Ver-
sorgungsspannungsanschluss (Vcc) zu verhindern.
[0051] (3) Wenn das Potential Vcc1 oder Vec2 des
Ausgangsanschlusses Lout aufgrund eines Leck-
stroms unter die Versorgungsspannung Vcc ab-
nimmt:

[0052] Hier wird eine Schwellspannung der P-Ka-
naltransistoren P3 und P4 mit Vtp bezeichnet (ein ne-
gativer Wert); ein inharentes Potential (built-in Poten-
tial) des pn-Ubergangs der Diode PND1 wird als Vf
bezeichnet; und das Potential des Ausgangsan-
schlusses Vout wird mit Vout bezeichnet. Wenn die
folgende Formel (1) zwischen der Versorgungsspan-

nung Vcc und dem Potential Vout herrscht:
Vce — |Vip| < Vout < Vce (1)

bleibt der P-Kanaltransistor P4 ausgeschaltet, und
ferner bleibt auch der P-Kanaltransistor P3 ausge-
schaltet.

[0053] In diesem Fall, da das Potential des Aus-
gangsanschlusses Lout durch die parasitéare
pn-Ubergangsdiode PND1 auf die Versorgungsspan-
nung Vcc hochgezogen werden kann, kann das Po-
tential Vout des Ausgangsanschlusses Lout durch
die folgende Formel (2) ausgedriickt werden:

Vout = Vcc - Vf (2)

[0054] Hierbei, wenn der Leckstrom zum Versor-
gungsspannungsanschluss (Vcc) grof3 ist und da-
durch das Potential Vout die Spannung (Vcc — |[Vip|)
erreicht, werden beide P-Kanaltransistoren P3 und
P4 eingeschaltet. Daher kann die Leistung zum
Hochziehen des Potentials Vout vergréRert werden.
Daher, selbst wenn das Potential Vout aufgrund des
Einflusses von Versorgungsspannungsrauschen mo-
mentan unter die Spannung (Vcc — |Vip|) absinkt,
kann das Potential Vout am Ausgangsanschluss Lout
durch die parasitare pn-Ubergangsdiode PND1 und
die P-Kanaltransistoren P3 und P4 hochgezogen
werden.

[0055] Dementsprechend, da die Ansteuerfahigkeit
der Diode PND1 und der P-Kanaltransistoren P3 und
P4 auf jeden gewilinschten Wert eingestellt werden
kann, kann ein geeignet grolRer Anhebestrom
(Pull-Up Strom) erhalten werden, so dass die Bezie-
hung zwischen Vcc — |Vtp| < Vout verwirklicht werden
kann.

[0056] Wie oben beschrieben, kann in dieser ersten
Ausfihrung die Spannung Vout des Ausgangsan-
schlusses Vout in dem durch die Formel (1) definier-
ten Bereich gehalten werden. Andererseits ist es not-
wendig, dass das oben beschriebene gehaltene Po-
tential Vout in der mit der Busleitung verbundenen
Eingangsschaltung als hoher Pegel erkannt werden
kann. Wenn jedoch die Schwellspannung der Ein-
gangsschaltung als Vthc bezeichnet wird, ist es mog-
lich, diese gehaltene Spannung Vout ohne weiteres
Problem als hohen Pegel zu erkennen, solange wie
diese Schwellspannung Vthc die Beziehung Vthc <
Vcce — |Vtp] erfilllt.

[0057] Eine zweite Ausfliihrung der Bus-Halteschal-
tung nach der vorliegenden Erfindung wird im folgen-
den unter Bezugnahme auf Fig. 6 beschrieben. Die-
se zweite Ausflhrung unterscheidet sich von der in
Fig. 5 gezeigten Ausflhrung darin, dass ein Aus-
gangsknoten L1 des Inverters IN1 als Eingangssignal
INA an eine andere Eingangsschaltung (nicht abge-
bildet) herausgefihrt ist, und ferner darin, dass das
Ruck-Gate des P-Kanaltransistors P1 mit dem Ver-
sorgungsspannungsanschluss (Vcc) verbunden ist.
Die Ubrige Konstruktion ist gleich wie im Fall der ers-
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ten Ausfuhrung, so dass die zweite Ausflihrung
gleich arbeitet wie im Falle der ersten Ausfiihrung,
um das Potential des Ausgangsanschlusses Lout zu
halten.
[0058] Ferner ist es ein Merkmal dieser zweiten
Ausfuhrung, dass der Inverter IN1 mit der urspringli-
chen Funktion als Initialstufen-Inverter der Bus-Hal-
teschaltung ausgestattet ist, und mit der weiteren
Funktion als Eingangsstufen-Inverter einer weiteren
Eingangsschaltung zum Empfangen des an die Bus-
leitung ausgegebenen Potentials. Dementsprechend
kdnnen die folgenden Wirkungen erzielt werden:
(1) Das Verhaltnis an eingenommener Flache der
Inverter zur gesamten integrierten Schaltung kann
verringert werden.
(2) Der Schwellwert der Initialstufe der Bus-Halte-
schaltung kann perfekt abgeglichen werden mit
dem Schwellwert des Inverters der Eingangs-
schaltung zum Empfangen des an die Busleitung
ausgegebenen Potentials. Daher ist es im Ver-
gleich mit dem Fall, bei dem diese Inverter ge-
trennt gebildet sind, zum Beispiel méglich die To-
leranz gegenilber Fluktuationen im Signalpegel
auf der Busleitung aufgrund von Versorgungs-
spannungsrauschen zu erhéhen. Ferner, um die
Toleranz gegenuber Rauschen zu erhéhen, ist es
vorzuziehen den Schwellwert des Initialstufen-In-
verters IN1 unter den minimalen Schwellwert der
anderen Eingangsschaltung zum Empfangen der
Signale auf der Busleitung einzustellen. Ferner,
wenn die Inverter getrennt vorgesehen sind, um
die Toleranz gegeniiber Rauschen zu erhdhen,
wie oben in Punkt (2) beschrieben, ist es vorzuzie-
hen, dass eine Ansteuerrate des P-Kanaltransis-
tors P1 und des N-Kanaltransistors N1 des Initial-
stufen-Inverters IN1 abgeglichen ist mit einer An-
steuerrate der Inverterschaltung (nicht abgebil-
det) zum Empfangen der Signale auf der Buslei-
tung, die von dieser Bus-Halteschaltung gehalten
werden.

[0059] Eine dritte Ausflihrung der Bus-Halteschal-
tung nach der vorliegenden Erfindung wird im folgen-
den unter Bezugnahme auf Fig. 7 beschrieben. Das
Merkmal dieser dritten Ausfiihrung ist, dass eine
pn-Ubergangsdiode D1 (nicht eine parasitare Diode)
zusatzlich gebildet ist, durch Entfernen des P-Kanal-
transistors P3 der in Fig. 5 gezeigten ersten Ausfih-
rung. In Fig. 7 wurden die gleichen Bezugszeichen
fur ahnliche Elemente mit den gleichen Funktionen
wie im Fall der ersten Ausfihrung beibehalten, ohne
Wiederholung deren ahnlicher Beschreibung.

[0060] In dieser dritten Ausfiihrung, auf die gleiche
Weise wie im Fall der ersten und zweiten Ausfih-
rung, wenn eine hdéhere Spannung als die Versor-
gungsspannung Vcc an den Ausgangsanschluss
Lout angelegt wird, ist es moglich das Flief3en eines
unnétigen Stroms zum Versorgungsspannungsan-
schluss (Vcc) zu verhindern. Im Vergleich mit der ers-
ten Ausfihrung, da der P-Kanaltransistor P3 wegge-

lassen wird, obwohl die Fahigkeit zum Hochziehen
der Wanne NW1 vom N-Typ relativ niedrig ist, ist es
moglich die Wanne NW1 des N-Typs durch den
P-Kanaltransistor P4 und eine parasitare pn-Uber-
gangsdiode hochzuziehen, die zwischen dem Source
und dem Ruick-Gate dieses P-Kanaltransistors P4
gebildet ist, zusatzlich zur neu hinzugefligten Diode
D1.

[0061] Eine vierte Ausflihrung der Bus-Halteschal-
tung nach der vorliegenden Erfindung wird im folgen-
den unter Bezugnahme auf Fig. 8 beschrieben. Die-
se vierte Ausflhrung unterscheidet sich von der in
Fig. 5 gezeigten ersten Ausfuhrung darin, dass der
P-Kanaltransistor P3 entfernt ist. Die Wanne NW1
vom N-Typ kann von dem P-Kanaltransistor P4 und
einem zwischen dem Source und Riick-Gate dieses
P-Kanaltransistors P4 gebildeten pn-Ubergang hoch-
gezogen werden. Die Ansteuerfahigkeit zum Hoch-
ziehen der Wanne NW1 vom N-Typ dieser vierten
Ausfihrung ist relativ niedriger als jene der ersten
Ausfuhrung, welche den P-Kanaltransistor P3 ent-
halt, oder der zweiten Ausfiihrung, welche die Diode
D1 enthalt.

[0062] Die oben beschriebenen Ausfiihrungen wur-
den nur als Beispiele beschrieben. Dementspre-
chend ist die vorliegende Erfindung nicht auf die oben
erwahnten ersten bis vierten Ausflihrungen be-
schrankt.

[0063] Zum Beispiel wird im Folgenden eine erste
Modifikation beschrieben. In den ersten bis vierten
Ausfihrungen, die in den Fig. 5 bis 8 gezeigt sind,
kann das Ruck-Gate des P-Kanaltransistors P1 mit
dem Versorgungsspannungsanschluss (Vcc) verbun-
den werden, wie in den Fig. 9 bis 12 gezeigt, anstelle
der Verbindung mit der Wanne NW1 vom N-Typ. In
diesem Fall ist es jedoch notwendig, eine Wanne des
N-Typs zur Bildung des P-Kanaltransistors P1 von ei-
ner Wanne des N-Typs zur Bildung der P-Kanaltran-
sistoren P2 bis P4 elektrisch zu isolieren, auf solche
Weise, dass das Rick-Gate-Potential des P-Kanal-
transistors P1 sich vom Rick-Gate-Potential der
P-Kanaltransistoren P2 bis P4 unterscheidet. Daher,
da in dieser ersten Modifikation nicht alle P-Kanal-
transistoren in der gleichen Wanne vom N-Typ gebil-
det werden kénnen, nimmt die durch die Bus-Halte-
schaltung dieser ersten Modifikation eingenommene
Flache im Vergleich mit den ersten bis vierten Aus-
fuhrungen zu.

[0064] Nun wird eine zweite Modifikation beschrie-
ben. In den in den Fig. 5 bis 7 beschriebenen ersten
bis dritten Ausfiihrungen kann der P-Kanaltransistor
P4 entfernt werden, wie in den Fig. 13 bis 15 gezeigt.
Da jedoch der P-Kanal-Transistor P4 sich vom P-Ka-
naltransistor P3 unterscheidet, da das Potential des
Ausgangsanschlusses Lout direkt seinem Gate ein-
gegeben wird, ist die Empfindlichkeit des P-Kanal-
transistors P4 gegenlber einer Potentialdanderung
am Anschluss Lout hoch. Daher, um das Ansprechen
auf eine Potentialanderung am Ausgangsanschluss
Lout zu erhdéhen, wird vorgezogen, den P-Kanaltran-
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sistor P4 fur die Bus-Halteschaltung vorzusehen.
[0065] Nun wird eine dritte Modifikation im Folgen-
den beschrieben. In der in Fig. 7 gezeigten dritten
Ausfuhrung, der in Fig. 1 gezeigten vierten Ausfuh-
rung, der in Fig. 11 gezeigten Modifikation der dritten
Ausfuhrung und der in Fig. 12 gezeigten Modifikation
der vierten Ausfiihrung ist es mdglich, einen Knoten
L1 der Bus-Halteschaltung herauszufiihren, und fer-
ner das Potential an diesem Knoten L1 als Eingangs-
signal INA fir eine weitere Eingangsschaltung (nicht
abgebildet) zu verwenden, wie in den Fig. 16, 17, 18
und 19 gezeigt.

[0066] Im Ubrigen ist es vorzuziehen, dass das
Ruck-Gate des P-Kanaltransistors (z. B. P-Kanal-
transistor P201, der in Fig. 2 gezeigt ist, oder P-Ka-
naltransistor P301, der in Fig. 3 gezeigt ist) des Puf-
fers, der mit der Busleitung verbunden ist, in einer
Wanne des N-Typs gebildet ist, die sich unterschei-
det von einer Wanne des N-Typs zur Bildung der
P-Kanaltransistoren der vorliegenden Erfindung, da-
mit das Ruck-Gate-Potential des mit der Busleitung
verbundenen Puffers nicht abgeglichen ist mit dem
Rick-Gate-Potential des P-Kanaltransistors der er-
findungsgemafen Bus-Halteschaltung. Der Grund ist
der folgende: Wahrend des Prozesses, dass das
Busleitungspotential durch die Ausgangsschaltung
vom Erdpotential Vss auf das Versorgungsspan-
nungspotential Vcc zunimmt, wenn das in Fig. 5 ge-
zeigte Potential des Ausgangsanschlusses Lout be-
ginnt auf das Versorgungspotential Vcc anzusteigen,
und ferner der Ausgangsknoten L1 des Initialstu-
fen-Inverters beginnt auf das Erdpotential Vss herab-
zufallen, wird der P-Kanaltransistor P2 eingeschaltet
und der N-Kanaltransistor N2 ausgeschaltet. Als Er-
gebnis wird das Potential am Ausgangsanschluss
Lout Uber das Source des P-Kanaltransistors P2 an
die Wanne NW1 des N-Typs ubertragen, so dass ein
Phanomen auftritt, bei dem das Potential der Wanne
NW1 des N-Typs (bei einem Potential nahe Vcc - Vf)
augenblicklich heruntergezogen wird.

[0067] In diesem Fall, im Fall bei dem der P-Kanal-
transistor (z.B. der in Fig. 2 gezeigte P-Kanaltransis-
tor P201 oder der in Fig. 3 gezeigte P-Kanaltransistor
P301) der Ausgangsstufe der anderen Ausgangs-
schaltung, welche nicht die Busleitung ansteuert, auf
der gleichen Wanne des N-Typs zur Bildung der
P-Kanaltransistoren der vorliegenden Erfindung ge-
bildet ist, wird das Rlck-Gate-Potential des P-Kanal-
transistors der Ausgangsstufe der anderen Aus-
gangsschaltung auch gleichzeitig heruntergezogen.
Als Ergebnis wird der P-Kanaltransistor der Aus-
gangsstufe der anderen Ausgangsschaltung, die ur-
springlich deaktiviert war, eingeschaltet, so dass ein
solches Problem existiert, dass ein unnétiger Strom
Uber diesen eingeschalteten P-Kanaltransistor zum
Versorgungsspannungsanschluss flie3t. Dement-
sprechend ist es vorzuziehen, den P-Kanaltransistor
der Ausgangsstufe der anderen Ausgangsschaltung
in einer Wanne des N-Typs zu bilden, die elektrisch
getrennt ist von der Wanne des N-Typs zur Bildung

der P-Kanaltransistoren der Bus-Halteschaltung der
vorliegenden Erfindung, auf solche Weise, dass das
Rick-Gate des P-Kanaltransistors der Ausgangsstu-
fe der anderen Ausgangsschaltung sich im Potential
unterscheidet von dem Ruck-Gate der P-Kanaltran-
sistoren der Bus-Halteschaltung der vorliegenden Er-
findung.

[0068] Ferner kdnnen in der Bus-Halteschaltung der
vorliegenden Erfindung die P-Kanaltransistoren der
Bus-Halteschaltung auf der Oberflache einer Wanne
des N-Typs gebildet sein, die auf der Oberflache des
Halbleitersubstrats vom P-Typ gebildet ist. Ferner
kénnen die P-Kanaltransistoren der Bus-Halteschal-
tung auf solche Weise gebildet sein, dass eine tiefe
Wanne vom P-Typ zunachst in einem Halbleitersub-
strat vom N-Typ gebildet wird, eine Wanne des
N-Typs in der tiefen Wanne des P-Typs gebildet wird,
und die P-Kanaltransistoren in der in der tiefen Wan-
ne vom P-Typ gebildeten Wanne vom N-Typ gebildet
werden, in dieser Reihenfolge.

Patentanspriiche

1. Bus-Halteschaltung, umfassend:
einen Eingangsstufen-Inverter, der zwischen einem
ersten Versorgungsspannungsanschluss und einem
zweiten Versorgungsspannungsanschluss geschal-
tet ist, wobei der Eingangsstufen-Inverter enthalt:
einen ersten P-Kanaltransistor; und
einen ersten N-Kanaltransistor, der in Reihe mit dem
ersten P-Kanaltransistor geschaltet ist, wobei ein
Gate des ersten P-Kanaltransistors und ein Gate des
ersten N-Kanaltransistors gemeinsam mit einer Bus-
leitung verbunden sind; und
einen Ausgangsstufen-Inverter, der ebenfalls zwi-
schen dem ersten Versorgungsspannungsanschluss
und dem zweiten Versorgungsspannungsanschluss
angeschlossen ist, wobei der Ausgangsstufen-Inver-
ter enthalt:
einen zweiten P-Kanaltransistor;
einen dritten P-Kanaltransistor, der in Reihe mit dem
zweiten P-Kanaltransistor geschaltet ist, und einen
zweiten N-Kanaltransistor, der in Reihe mit dem drit-
ten P-Kanaltransistor geschaltet ist, wobei ein Gate
des dritten P-Kanaltransistors und ein Gate des zwei-
ten N-Kanaltransistors gemeinsam mit einem Drain
des ersten P-Kanaltransistors und einem Drain des
ersten N-Kanaltransistors verbunden sind, wobei ein
Drain des dritten P-Kanaltransistors und ein Drain
des zweiten N-Kanaltransistors gemeinsam mit der
Busleitung verbunden sind, und
wobei Rick-Gates des zweiten und dritten P-Kanal-
transistors alle mit einem Source des dritten P-Kanal-
transistors verbunden sind.

2. Bus-Halteschaltung nach Anspruch 1, wobei
ein Gate des zweiten P-Kanaltransistors mit der Bus-
leitung verbunden ist.

3. Bus-Halteschaltung nach Anspruch 1, wobei
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ein Gate des zweiten P-Kanaltransistors mit einem
Source des dritten P-Kanaltransistors verbunden ist.

4. Bus-Halteschaltung nach Anspruch 1, wobei
Rick-Gates des ersten, zweiten und dritten P-Kanal-
transistors mit einem Source des dritten P-Kanaltran-
sistors verbunden sind.

5. Bus-Halteschaltung nach Anspruch 1, wobei
ein Ruck-Gate des ersten P-Kanaltransistors mit dem
ersten Versorgungsspannungsanschluss verbunden
ist.

6. Bus-Halteschaltung nach Anspruch 1, wobei
die Bus-Halteschaltung ferner einen Ausgangsan-
schluss umfasst, der mit den Drains des ersten P-Ka-
naltransistors und des ersten N-Kanaltransistors ver-
bunden ist.

7. Bus-Halteschaltung nach Anspruch 1, wobei
eine Schwellspannung des Eingangsstufen-Inverters
kleiner oder gleich einer Schwellspannung einer an-
deren Schaltung fur den Empfang von Signalen von
der Busleitung eingestellt ist.

8. Bus-Halteschaltung nach Anspruch 1, wobei
der zweite und dritte P-Kanaltransistor in einer
N-Typwanne gebildet sind, die sich von einer N-Typ-
wanne zur Bildung eines P-Kanaltransistors, der in
einer anderen mit der Busleitung verbundenen
Schaltung enthalten ist, unterscheidet.

9. Bus-Halteschaltung, umfassend:
einen Eingangsstufen-Inverter, der zwischen einem
ersten Versorgungsspannungs-Anschluss und einem
zweiten Versorgungs-Anschluss angeschlossen ist,
wobei der Eingangsstufen-Inverter enthalt:
einen ersten P-Kanaltransistor; und
einen ersten N-Kanaltransistor, der in Reihe mit dem
ersten P-Kanaltransistor geschaltet ist, wobei ein
Gate des ersten P-Kanaltransistors und ein Gate des
ersten N-Kanaltransistors gemeinsam mit einer Bus-
leitung verbunden sind; und
einen Ausgangsstufen-Inverter, der ebenfalls zwi-
schen dem ersten Versorgungsspannungsanschluss
und dem zweiten Versorgungsanschluss ange-
schlossen ist, wobei der Ausgangsstufen-Inverter
enthalt:
eine Diode;
einen zweiten P-Kanaltransistor, der in Reihe mit der
Diode geschaltet ist; und
einen zweiten N-Kanaltransistor der in Reihe mit dem
zweiten P-Kanaltransistor geschaltet ist, wobei ein
Gate des zweiten P-Kanaltransistors und ein Gate
des zweiten N-Kanaltransistors gemeinsam mit ei-
nem Drain des ersten P-Kanaltransistors und einem
Drain des ersten N-Kanaltransistors verbunden sind,
und ein Drain des zweiten P-Kanaltransistors und ein
Drain des zweiten N-Kanaltransistors gemeinsam mit
der Busleitung verbunden sind, und

wobei Rick-Gates des ersten und zweiten P-Kanal-
transistors alle mit einem Source des zweiten P-Ka-
naltransistors verbunden sind, und eine Anode der
Diode mit dem ersten Versorgungsspannungs-An-
schluss verbunden ist, und eine Kathode der Diode
mit einem Source des zweiten P-Kanaltransistors
verbunden ist.

10. Bus-Halteschaltung nach Anspruch 9, wobei
ein Riick-Gate des ersten P-Kanaltransistors mit dem
ersten Versorgungsspannungs-Anschluss verbun-
den ist.

11. Bus-Haltesschaltung nach Anspruch 9, wobei
die Bus-Halteschaltung ferner einen Ausgangsan-
schluss umfasst, der mit den Drains des ersten P-Ka-
naltransistors und des ersten N-Kanaltransistors ver-
bunden ist.

12. Bus-Halteschaltung nach Anspruch 9, wobei
eine Schwellspannung des Eingangsstufen-Inverters
kleiner oder gleich einer Schwellspannung einer an-
deren Schaltung zum Empfangen von Signalen von
der Busleitung eingestellt ist.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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